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Questão 1: [3,0 pontos] Assumindo-se que o amplificador operacional seja ideal, determine a 

função transferência H(s)=Vo(s)/Vi(s) do circuito. 
 

 
 

Questão 2: [3,0 pontos] Dado o circuito a seguir, assumindo-se que o diodo é ideal, determine a 

saída do circuito vo(t) para uma entrada vi(t)=20⋅sen(2π⋅1000t). Explique detalhadamente como 

chegou a sua resposta. 
 

 
 

Questão 3: [4,0 pontos] Dado o circuito a seguir: (a) assumindo que VBEQ1=0,7V, VEBQ2=0,7V e 

β1=β2=100, determine as correntes quiescentes de coletor dos transistores; (b) assumindo o 

conhecimento de gm1, gm2, rπ1 e rπ2, |VA|→∞, e que tenha sido incluído um capacitor em 

paralelo com R1, determine o circuito para pequenos sinais na forma transversal com vi a 

esquerda e vo a direita; (c) determine a impedância de entrada. 
 



FORMULÁRIO 

 

• MOSFET reforço (enriquecimento, acumulação, intensificação): 
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(b) Região de Triodo 
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(c) Região de Saturação 
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• Modelo de pequenos sinais do 

MOSFET reforço: rd=|VA|/ID; 

gm=K⋅(VGS-VT) 

 

 
 

• Modelo de pequenos sinais para o 

transistor NPN: gm=ICQ/vT; rπ=β/gm; 

ro=VA/IC; vT=25mV 
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• Modelo de Ebers-Moll para o transistor 

NPN: vT=25mV 
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